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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極電極、正孔輸送層、発光層、電子注入層、及び陰極電極を含む有機電界発光素子に
おいて、
　前記発光層は、光学的に活性である低分子電荷輸送材料と高分子発光材料の混合物を含
み、前記発光層内の高分子物質と低分子物質間で相分離が起きないようにする高分子マト
リックスをさらに含み、
　前記低分子電荷輸送材料は４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバゾル－ビフェニル（ＣＢＰ）
であり、
　前記高分子マトリックスはポリスチレンであり、
　前記発光層全体に対するＣＢＰとポリスチレンとの質量比率の範囲は０．２５≦ＣＢＰ
≦０．５、０＜ポリスチレン≦０．５であることを特徴とする有機電界発光素子。
【請求項２】
　上記高分子発光材料は、ポリフルオレン（ＰＦＯ）、ポリスピロ（Ｐｏｌｙｓｐｉｒｏ
）及びポリビニレンフェニレン（ＰＰＶ）の中一つの物質であることを特徴とする請求項
１に記載の有機電界発光素子。
【請求項３】
　上記有機電界発光素子は、フルオレン、フェニレン、及びアントラセン系列の低分子発
光材料の中１種の物質をさらに含むことであることを特徴とする請求項１に記載の有機電
界発光素子。
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【請求項４】
　上記発光層は、パターン均一度が８μｍ以下にパターニングされたことを特徴とする請
求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項５】
　高分子発光物質；及び
　低分子発光物質を含み、
　上記高分子発光物質は、フィルム間において相対的に低い接着力を有する低分子発光物
質及びレーザー熱転写が可能に高分子物質と低分子物質間で相分離が起きないようにする
高分子マトリックスと一緒に使われ、
　前記低分子発光物質は４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバゾル－ビフェニル（ＣＢＰ）であ
り、
　前記高分子マトリックスはポリスチレンであり、
　前記発光層全体に対するＣＢＰとポリスチレンとの質量比率の範囲は０．２５≦ＣＢＰ
≦０．５、０＜ポリスチレン≦０．５であることを特徴とするドナーフィルム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は有機電界発光素子に係り、さらに詳細には電界下で光を出す高分子を利用した高
分子有機電界発光素子としてレーザー転写が可能な高分子－低分子発光材料の混合物を発
光材料として用いた有機電界発光素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に有機電界発光素子は、陽極及び陰極、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸
送層、電子注入層などの多層で構成される。有機電界発光素子は用いる材料によって高分
子と低分子に分けられるのに低分子有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｅ）
デバイスの場合には真空蒸着によって各層を導入して、高分子有機ＥＬデバイスの場合に
はスピンコーティング工程を利用して発光素子を作ることができる。
【０００３】
単色素子である場合、高分子を利用した有機電界発光素子は、スピンコーティング工程を
利用して簡単に素子を作ることができるのに低分子を利用したことより駆動電圧は低いが
効率と寿命が落ちるという短所がある。また、フールカラー素子を作る時には各々赤色、
緑色、青色の高分子をパターニングしなければならないのにインクジェット技術やレーザ
ー転写法を利用する時効率と寿命など発光特性が悪くなる問題点がある。
【０００４】
特に、レーザー転写法を利用してパターニングする時には単一材料としては転写出来ない
材料が大部分である。レーザー熱転写法による有機電界発光素子のパターン形成方法は、
韓国特許番号１９９８－５１８４４号に開示されており、また米国特許第５，９９８，０
８５号、６，２１４，５２０号及び６，１１４，０８８号に既に開示されている。
【０００５】
上記熱転写法を適用するためには少なくとも光源、転写フィルム、そして基板を必要とし
、光源から出てきた光が転写フィルムの光吸収層によって吸収されて熱エネルギーに変換
されてこの熱エネルギーによって転写フィルムの転写層形成物質が基板に転写されて所望
するイメージを形成しなければならない（米国特許第５，２２０，３４８号、第５，２５
６，５０６号、第５，２７８，０２３号及び第５，３０８，７３７号）。
【０００６】
このような熱転写法は、液晶表示素子用カラーフィルター製造に利用されたり、また発光
物質のパターンを形成するために利用される場合があった（米国特許第５，９９８，０８
５号）。上記特許においては有機電界発光素子用発光物質を基板に転写することに対する
内容はあるが転写特性を改善するために用いた物質の特性に対する言及はなかった。
【０００７】
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また、米国特許第６，１１７，５６７号においては発光物質の相分離を利用して他の色が
出るようにしたり、効率を上げたり（韓国特許第2００１－３９８６号）、イオン性界面
活性剤を添加して素子特性を向上させる米国特許第５，９６５，２８１号があるがすべて
材料自らの特性向上に関したことであってレーザー転写法でパターニングが可能な材料に
関する内容は開示されていない。
【０００８】
したがって、現在レーザー転写法を利用してパターニングする時の高分子材料の改善に関
する文献や特許はない状況である。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上で説明したような問題点を解決するために案出されたものであって、本発明の
目的はレーザー転写法によりフールカラー（ｆｕｌｌ　ｃｏｌｏｒ）高分子有機電界発光
素子を製作する時高分子発光層のパターニングが可能であって色純度及び発光特性を向上
させる高分子及び低分子発光物質の混合物を発光材料として用いる有機電界発光素子を提
供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記した目的を達成するために、
陽極電極、正孔輸送層、発光層、電子注入層、及び陰極電極を含む有機電界発光素子にお
いて、
上記発光層は、光学的に活性である低分子電荷輸送材料と高分子発光材料の混合物を材料
として用いるのを特徴とする有機電界発光素子を提供する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をさらに詳細に説明する。
【００１２】
通常レーザーを利用して有機膜を転写パターニングする時のメカニズムは、図１で分かる
ように、基板Ｓ１についていた有機膜Ｓ２がレーザーの作用でＳ１から落ちて基板Ｓ３に
転写されながらレーザーを受けない部分と分離が起こらなければならない。
【００１３】
図３は、本発明の一実施例による有機電界発光素子を示す断面図である。図３において参
照番号１００、２００、３００及び４００は、カソード、発光層、ホール伝達層、アノー
ドを各々示す。
【００１４】
転写特性を左右する因子は、基板Ｓ１とフィルムＳ２との接着力（Ｗ１２）とフィルムど
うしの粘着力（Ｗ２２）、そしてフィルムＳ２と基板Ｓ３との接着力（Ｗ２３）の３種で
ある。
【００１５】
このような接着力と粘着力を各層の表面張力（γ１、γ２、γ３）と界面張力（γ12、γ
２３）で表現すれば下記式のように表現される。
Ｗ１２=γ１+γ２－γ１２
Ｗ２２=２γ２
Ｗ２３=γ２+γ３－γ２３
【００１６】
レーザー転写特性を向上させるためにはフィルムどうしの粘着力が各基板とフィルム間の
接着力より小さくなければならない。一般的に有機電界発光素子では発光層をなす発光物
質として高分子フィルムを用いており、高分子フィルムの場合、概して分子量が大きい物
質であるためにフィルム間粘着力が大きく、レーザーを利用してパターニングする場合、
転写特性がよくないこともある。
【００１７】
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したがって、フィルムどうしの粘着力を低くしたり基板との接着力を大きくすれば転写特
性を向上させることができる。
【００１８】
本発明の発光層は、高分子発光材料の場合自体どうしの粘着力が発光材料と基板、発光材
料と発光層が塗布されたドナーフィルム表面間の接着力に比べて非常に大きくてレーザー
熱転写による発光層パターン製造が困るので、これを解決しようと相対的にフィルム間の
粘着力が少ない低分子を高分子と一緒に用いる方法を特徴とし、必要な場合発光材料を構
成する高分子と低分子間の相分離が起こらないようにしてフィルム形成を手助けする高分
子マトリックスをさらに添加させた。
【００１９】
相分離抑制及びバインディングの役割として必要な場合、有機膜のコーティング均一性を
向上させる高分子マトリックスとして通常使われる物質であるポリスチレン、ポリ（４－
メチルスチレン）、ポリ（α－メチルスチレン）、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）
、ポリエチルメタクリルレート、ポリ（ビニルピリジン）、ポリフェニレンオキシド（Ｐ
ＰＯ）、スチレンーブタジエンブロック共重合体、スチレン－メタアクリル酸エステル共
重合体、スチレン－メタクリル酸メチル共重合体、ポリカーボネート、ポリテレフタル酸
エチレン、ポリエステルスルホン酸塩、ポリスルホン酸塩、ポリアリルレート、フッ素化
ポリイミド、透明フッ素樹脂、及び透明アクリル系樹脂でなされた群から選択される１種
の光学的に非活性である高分子を用いることが望ましい。上記高分子マトリックスは発光
層全体質量に対して０≦高分子マトリックス≦０．９であることが望ましい。ここで'光
学的に非活性'ということは添加剤が導入されても発光物質が示す可視光領域（４５０～
８００ｎｍ）での最終発光スペクトラムと色座標に影響を与えないことを意味する。
【００２０】
一方、発光層に含まれる高分子発光材料としてはポリフルオレン、ポリスピロ（ｐｏｌｙ
ｓｐｉｒｏ）及びポリビニレンフェニレンなど基本的に使われる発光高分子をなす構造を
有する物質がすべて使用が可能である。また、高分子マトリックスを用いる場合には発光
材料としては上記高分子発光材料に通常的に用いる低分子発光材料であるフルオレン（ｆ
ｌｕｏｒｅｎｅ）、フェニレン（ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）、アントラセン（ａｎｔｈｒａｃ
ｅｎｅ）などをさらに添加して用いることができる。
【００２１】
また、低分子発光材料としては電気燐光素子のホスト（ｈｏｓｔ）材料として使われる低
分子正孔輸送材料、ガラス転移温度が高い非情型の正孔輸送材料、電子輸送材料などとし
て電荷輸送能力があって光学的に活性である材料を用いることができる。光学的に活性で
ある材料とは４５０ｎｍ以下のピーク（ｐｅａｋ）で光発光（ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓ
ｃｅｎｅ、ＰＬ）特性を見せる材料を意味する。
【００２２】
望ましくは低分子電荷輸送材料としては正孔輸送能力があるカルバゾル系の４，４－Ｎ．
Ｎ'－ジカルバゾル－ビフェニル（４，４－Ｎ，Ｎ'－ｄｉｃａｒｂａｚｏｌｅ－ｂｉｐｈ
ｅｎｙｌ；ＣＢＰ、ＰＬ　ｐｅａｋ，λｍａｘ=３７７ｎｍ）またはアリルアミン系のＮ
－Ｎ'－８－ビス－１－ナフチル－ジフェニル－１，１‘－ビフェニル－４，４'－ジアミ
ン（Ｎ，Ｎ'－８－ｂｉｓ－１－ｎａｐｈｔｈｌｙｌ－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－１，１'－ｂｉ
ｐｈｅｎｙｌ－４，４'－ｄｉａｍｉｎｅ；α－ＮＰＢ、λｍａｘ=４３３ｎｍ）を用いる
。
【００２３】
電子輸送能力がある物質としてはオキサジアゾール系を用い、望ましくは２－（４－ビフ
ェニル）－５－（４－Ｔ－ブチルフェニル）－１，２，４－オキサジアゾール（２－（４
－ｂｉｐｈｅｎｙｌｙｌ）－５－（４－ｔｅｒｔ－ｂｕｔｙｌｐｈｅｎｙｌ）－１，２，
４－ｏｘａｄｉａｚｏｌｅ；ＰＢＤ、λｍａｘ=４３９ｎｍ）を用いる。
【００２４】
また、スターバストアミン系の４，４'，４"－トリ（Ｎ－カルバゾル基）トリフェニルア
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ミン（４，４'，４"－ｔｒｉ（Ｎ－ｃａｒｂａｚｏｌｙｌ）ｔｒｉｐｈｅｎｙｌａｍｉｎ
ｅ；ＴＣＴＡ、λｍａｘ=３９０ｎｍ）、４，４'，４"－トリス（Ｎ－３－メチルフェニ
ルアミノ）－トリフェニルアミン（４，４'，４"－ｔｒｉｓ（Ｎ－３－ｍｅｔｈｙｌ　ｐ
ｈｅｎｙｌａｍｉｎｏ）－ｔｒｉｐｈｅｎｙｌａｍｉｎｅ；ｍ－ＭＴＤＡＴＡ；ｍａｘ=
４２８ｎｍ）、１，３，５－トリス－（Ｎ，Ｎ－ビス（４－メトキシ－フェニル）－アミ
ノフェニル）－ベンゼン（１，３，５－ｔｒｉｓ－（Ｎ，Ｎ－ｂｉｓ－（４－ｍｅｔｈｏ
ｘｙ－ｐｈｅｎｙｌ）－ａｍｉｎｏｐｈｅｎｙｌ）－ｂｅｎｚｅｎｅ；ＴＤＡＰＢ、λｍ
ａｘ=４３９ｎｍ）を用いることができる。
【００２５】
低分子発光材料の使用量は、全体発光層の質量に対して質量比率で０．１≦低分子≦０．
９であることが望ましい。
【００２６】
以上のように、発光層の混合質量比は、素子の色純度と効率、そしてパターニング特性に
基づいて調節できる。
【００２７】
本発明の一実施例による高分子有機電界発光素子の製造方法は次の通りである。
【００２８】
パターニングされたＩＴＯ基板をエアーブロー（ａｉｒ　ｂｌｏｗ）処理した後中性洗剤
、アセトンとイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）などを用いた超音波洗浄過程を経る。洗
浄、乾燥したＩＴＯ基板表面に１５分以上ＵＶ／Ｏ３処理をして水分及び有機物汚染源を
除去した後ＩＴＯ基板上に正孔注入層として使われる高分子層をスピンコーティングして
高温でベーキングして残存水分を除去する。単色素子を製造する場合上の混合膜を数十ｎ
ｍの厚さでスピンコーティングした後陰極を蒸着した後封止して素子を完成する。
【００２９】
発光層がパターニングされた素子を製造するためには正孔注入層、輸送層までスピンコー
ティング法で積層した後ドナーフィルムに数十ｎｍの厚さでスピンコーティングされた高
分子混合発光層をレーザー熱転写法（Ｌａｓｅｒ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｉ
ｍａｇｅｉｎｇ，ＬＩＴＩ）によりＩＴＯパターン上に転写した後陰極を蒸着して封止し
て素子を最終完成する。
【００３０】
このように製造された有機電界発光素子の発光層のパターン均一度が８μｍ以内で維持さ
れることができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の理解を助けるために望ましい実施例を提示する。ただし、下記する本発明
の理解を助けるためのだけであって、本発明が下記する実施例に限定されることではない
。
【００３２】
実施例１及び２
低分子正孔輸送材料である４，４'－Ｎ，Ｎ'－ジカルバゾル－ビフェニル（ＣＢＰ、Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製造）をトルエンに質量分
率１．０ないし２．０％範囲の濃度で溶解させた。高分子マトリックスとしてはポリスチ
レン（分子量５０，０００、ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅ社製造）及びポリ（４－メチルスチ
レン）（分子量７０，０００、Ａｌｄｒｉｃｈ社製造）を各々トルエンに質量分率１．０
ないし２．０％範囲の濃度で溶解させて用いた。高分子発光材料としてはポリフルオレン
（ｐｏｌｙｆｌｕｏｒｅｎｅ）系列の緑色発光材料であるグリーンＫ２（Ｇｒｅｅｎ　Ｋ
２、Ｄｏｗ　ｃｈｅｍｉｃａｌ社製造）を質量分率１．０ないし２．０％範囲の濃度でト
ルエンに溶かして用いた。それぞれの溶液を６０℃温度で３時間以上十分に撹はんして完
全に溶解させた後適切な質量比で混合した。混合した溶液を常温で１時間以上撹はんした
後この溶液を転写用ドナーフィルム上に大気の中でスピンコーティングして５０ないし８
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０ｎｍ厚さの混合膜を形成した後窒素環境に保管した。
【００３３】
陽極パターニングされたＩＴＯ基板は、超音波洗浄を経た後１５分間ＵＶ－Ｏ３処理をし
た後正孔注入層であるＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ（Ｂａｙｅｒ　ＡＧ，ＣＨ８０００）を大気の
中でスピンコーティングした。１００度以上の高温で数分程度ベーキングを通してＰＥＤ
ＯＴ層の残存水分を除去した後正孔輸送層及びプライマリ層（ｐｒｉｍａｒｙ　ｌａｙｅ
ｒ）としてやはりトルエンに０．４％質量分率を有するように溶解させたＢＦＥ（Ｄｏｗ
　ｃｈｅｍｉｃａｌ社製造）を１０ないし３０ｎｍ厚さでスピンコーティングしてレーザ
ー熱転写法のための基板を製造した。
【００３４】
この基板上に有機膜がコーティングされた転写フィルムを覆ってレーザーを利用して基板
上に転写した。パターニングされた発光層は窒素雰囲気下で１３０℃の温度で１時間熱処
理をした後カソードとしてＬｉＦ　２ｎｍとＡｌ　３００ｎｍを順に蒸着してガラス基板
で封止して素子を完成した。ダウ社のグリーンＫ２材料だけ用いる場合にはレーザー転写
法によるパターン形成が不可能である。レーザー転写が可能であって効率も満足すべき全
体混合発光層に対するＣＢＰ、ポリスチレンの質量比率の範囲は０．２５≦ＣＢＰ≦０．
５、０≦ポリスチレン≦０．５であり転写されたフィルムのパターン均一度（エッジラフ
ネス；ｅｄｇｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓ）は５ないし８μｍであった。表１ではグリーンＫ２
／ＣＢＰ／ポリスチレン及びグリーンＫ２／ＣＢＰ／ポリ（４－メチルスチレン）を質量
比率１：１：１で混合した発光層を利用して製造したレーザー熱転写有機電界発光素子の
特性を示した。
【００３５】
【表１】

【００３６】
実施例３、４及び比較例
実施例３及び４では実施例１、２で用いた高分子発光材料と同一な質量分率を有するよう
にグリーンＫ２高分子とＣＢＰ、ポリスチレン、ポリ（４－メチルスチレン）などを各々
トルエンに１．０ないし２．０％範囲の濃度で溶解させた後スピンコーティング法により
発光層を形成して有機電界発光素子を構成した。やはり各溶液を６０℃温度で３時間以上
撹はんした後スピンコーティング工程に用いた。
【００３７】
ＩＴＯ基板は、超音波洗浄を経た後１５分間 ＵＶ－Ｏ３処理をした後正孔注入層である
ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ（Ｂａｙｅｒ　ＡＧ，ＣＨ８０００）を大気の中でスピンコーティン
グした。１００度以上の高温で数分程度ベーキングを通してＰＥＤＯＴ層の残存水分を除
去した後トルエンに溶解させた発光層をスピンコーティングして５０ないし８０ｎｍ厚さ
の混合膜を形成した後１３０℃、窒素雰囲気で１時間熱処理した。カソードとしてはＬｉ
Ｆ　２ｎｍとＡｌ　３００ｎｍを順に蒸着してガラス基板で封止して素子を完成した。表
２においてグリーンＫ２／ＣＢＰ／ポリスチレン及びグリーンＫ２／ＣＢＰ／ポリ（４－
メチルスチレン）を質量比率１：１：１で混合した発光層をスピンコーティング方式で積
層して製造した有機電界発光素子の特性を示して、グリーンＫ２高分子だけをスピンコー
ティングした有機電界発光素子との性能を比較した。
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【００３８】
純粋なグリーンＫ２発光層を用いた有機電界発光素子は、レーザー熱転写によるパターニ
ングが不可能であるが低分子及びポリスチレンの混合発光層はレーザー熱転写が可能であ
り、500Cd／ｍ２において効率、色座標の向上結果を示した。グリーンＫ２／ＣＢＰ／ポ
リスチレン（１：１：１）発光層は１１．２Ｃｄ／ｍ２（８．５ｌｍ／Ｗ）、色座標０．
３５、０．６０（ＣＩＥ１９３１、５Ｖで５００Ｃｄ／ｍ２）であった。
【００３９】
【表２】

【００４０】
実施例５及び６
実施例５及び６では低分子正孔輸送材料を高分子発光材料にブレンディングして製造した
発光ダイオードの色座標測定結果を示した。４，４－Ｎ，Ｎ'－ジカルバゾル－ビフェニ
ル（ＣＢＰ、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製造）と
コビオン社（Ｃｏｖｉｏｎ社）の緑色発光高分子（Ｇｒｅｅｎ）、ダウ社の青色高分子発
光材料（Ｂｌｕｅ　Ｊ）を各々トルエンに１．０ないし２．０％範囲の濃度で混ぜた後６
０℃で３時間以上十分に撹はんして完全に溶解させた後各材料を適切な質量比で混合して
常温で１時間以上撹はんさせた。やはりスピンコーティング方法により発光層を形成して
有機電界発光素子を構成した。ＩＴＯ基板は実施例３及び４の場合と同一に超音波洗浄を
経た後１５分間 ＵＶ－Ｏ３処理をした後正孔注入層であるＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ（Ｂａｙ
ｅｒ　ＡＧ社、ＣＨ８０００）を大気の中でスピンコーティングした。１００度以上の高
温で５分程度ベーキングを通してＰＥＤＯＴ層の残存水分を除去した後トルエンに溶解さ
せた発光層をスピンコーティングして混合膜を形成した。ＬｉＦ　２ｎｍとＡｌ　３００
ｎｍを順に蒸着してガラス基板で封止した。
【００４１】
下記の表３においてポリビニレンフェニレン系列の緑色発光高分子であるコビオン社グリ
ーン／ＣＢＰ（１：３）及びポリフルオレン青色高分子であるダウ社のブルーＪ（Ｂｌｕ
ｅ　Ｊ）／ＣＢＰ（１：３）で構成された発光層をスピンコーティング方式で積層して製
造した有機電界発光素子の特性を示した。コビオン社グリーン及びダウ社のブルーＪ（Ｂ
ｌｕｅ　Ｊ）高分子だけを用いてスピンコーティングによる有機電界発光素子を製造した
場合ＣＩＥ色座標は各々（０．３５、０．５９）、（０．１５、０．１９）であるから本
発明による色座標改善効果を確認することができた。実施例５及び６の混合物造成におい
てもレーザー熱転写はパターン均一度８μｍ以内に可能であった。
【００４２】
【表３】
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【００４３】
また、図２は低分子（ＣＢＰ）、緑色発光高分子（コビオン社グリーン）及びこれの混合
物（実施例５）の光発光（Ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）及び電界発光（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）スペクトラムであって、低分子電荷輸送材料と緑色
発光高分子の混合物の色純度が改善されたことが分かる。
【００４４】
【発明の効果】
以上説明した通り、本発明では高分子発光層に燐光素子のホスト材料として広く使われる
低分子正孔輸送体を添加することによって光学的に非活性であるポリマーの量を減らした
り除去した混合発光層を製造した。この結果としてパターン均一度が５ないし８μｍで転
写特性が優れ同一輝度条件（５００Ｃｄ／ｍ２）において１１．２Ｃｄ／Ａ（純粋高分子
は７．６Ｃｄ／Ａ）で５０％以上の効率向上を得ることができた。光学的に活性である低
分子の混合による発光スペクトラムの変化で緑色及び青色素子の色純度改善効果を示した
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　レーザーを利用して有機電界発光素子に使われる発光有機膜を転写パターニン
グする時の転写メカニズムを示した図面である。
【図２】　低分子（ＣＢＰ）、発光高分子及びこれの混合物の光発光（Ｐｈｏｔｏｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）及び電界発光（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）スペク
トラムであって、緑色発光材料の色純度改善結果を示したグラフである。
【図３】　本発明の一実施例による有機電界発光素子を示す断面図である。
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